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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania
grubych warstw cermetowych rezystywnych w za-
stosowaniu do rezystor6w stalych i zmiennych.

Spos6b wytwarzania grubych warstw rezystyw-
nych cermetowych wedlug patentu nr 63323 polega
na dodaniu do proszk6w szkiet krystalicznych
0 uziarnieniu ponizej 60 p, drobnodyspersyjnych
proszkéw metali, tlenk6w metali wzglednie stopéw
metali o uziarnieniu ponizej 40 p, oraz spoiwa orga-
nicznego i poddaniu tak przygotowanej masy do-
kladnemu wymieszaniu w celu uzyskania pasty re-
zystywnej. Pasty te po naniesieniu na podloze ce-
ramiczne, szklane lub szklano ceramiczne suszy sie
i wypala w temperaturze 550—800°C, po czym pod-
daje sie $ciSle kontrolowanej obrébce termicznej
w celu osiggniecia struktury krystalicznej.

Rozwigzanie to posiada te niedogodnosé, ze przy
wprowadzeniu do past jako skladnika przewodzace-
go dwu lub kilku metali istnieje mozliwo$¢ nieho-
mogenicznego wzajemnego rozmieszczenia ich w ma-
sie. Wptywa to niekorzystnie na jednorodno$é war-
stwy, a tym samym na powtarzalno§¢ parametréw
elektrycznych wytworzonej warstwy.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie tych nie-
dogodnoSci.

Zadanie to zostalo osiggniete przez zastosowanie,
jako skladnika przewodzacego, krysztaléw miesza-
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nych typu stopéw, uzyskanych droga wspélstrace-
nia dwu lub kilku metali. Wspélstrgcanie polega
na wprowadzeniu do roztworu strgcajgcego, redu-
kujacego, roztworéw zawierajgcych sole stragcanych
metali Iub ich tlenki. Dla zapewnienia réwnoczes-
nego wytracania skladnikéw metalicznych stosuje
si¢ silne reduktory jak hydrazyna i jej pochodne
wzglednie borowodorki metali alkalicznych.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania grubych warstw rezy-
stywnych cermetowych skiladajgcych sie z proszké6w
szkiet krystalicznych o uziarnieniu ponizej 60 p
i drobnodyspersyjnych proszk6w metali, tlenkéw
metali, stop6w metali o uziarnieniu ponizej 40 pn
w iloSci powyzej 5%, wedlug patentu nr 63323,
znamienny tym, ze w przypadku stosowania dwu
lub wigcej metali wprowadza sie¢ je do pasty w po-
staci krysztal6w mieszanych typu stopéw.

2. Spos6b wedlug, zastrz. 1, znamienny tym, ze
dla uzyskania krysztal6w mieszanych typu stop6w,
stosuje sie¢ wspéistragcanie dwu lub kilku metali,
przy czym dla zapewnienia réwnoczesnego wytrgca-
nia skladnikéw metalicznych stosuje sie silne re-
duktory jak hydrazyna i jej pochodne wzglednie
borowodorki metali alkalicznych.
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